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'Terfeooicnamiantos an la  fabricación do oondanaadoMa".

M o m e r í a  d e s c r i p t i v a

El presante invento ao refloro a una técnica para la  fabrica­
ción de condensadoras electrolíticos ondeando un par do electrodos 
do metal oloctrooonánotivc y un dieléctrico no anòdico! y también con­
cierne a los condensadores producidos per tales técnicas.
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Durante nachos aEoa, en la Industria electrónica ac han em­
pleado oondensaderaa eieotrbliticos con materiales dieleotrioos no 
anódiocs, en una amplia diversidad da aplioaoicnes. Ultra los dis­
positivos más conocidos da esta tipo as cuentan los que utilizan una 
capa dieléctrica que contiene cocido de cilicio. Per desgracia, la 
evolución de tales condensadores ha suscitado problemas que afecten 
direotamoate a la capa dieléctrica. Has concretamente, se ha compro­
bado que los defectos de esa película ocasionan perforaciones locales 
al aplicar un potencial, con el consiguiente asoaso rendimiento y 

1C 'eficiencia eléctrica poco satisfactoria, lo que limita la eaw&ot&* 
oión ó el aprovechamiento total del dispositivo.

De conformidad con al presenta invento, esas limitaciones aa 
superan eficazmente modificando los procedimientos corrientes de fa­
bricación de ocadanaadorea electrolíticos, mediante al uao de pelí- 

1$ nulas dieléctricas no anódioas, interponiendo una capa aoolocnduotb- 
va de dióxido da manganeso entre la capa dieléctrica y uno de loa 
electrodos. Los dispositivos resultantes muestran una mareada mejo­
ría en las características da fuga respecto a los dispositivos ya 
concoides.

20 La capa de dióxido de manganeso aquí descrita se utiliza no
para vencer las dificultados que indujeron a usarla en leo condensa­
dores eleotxolítiooa sólidos que coplean cuerpos porosos aaodizados, 
sino para eludir las limitaciones do los condensadores antiguos que 
utilizan dieléctricos no anódioos. Con sorpresa ae ha comprobado 

25 qpa el dióxido de manganeso sirve para este Objeto.
La técnica del Invento oonsiste en poner un material dieléc­

trico no anódioo y una capa de dióxido de manganeso entre un par de 
materiales conductivos. Por razones de conveniencia, el invento se 
describe ampliamente en términos de capas depositadas, ó sea de die- 

30 positivos en los que las capas de electrodo se obtienen por técnicas



corrientes da oondenaaTón, como sublimaren, evaporación, ata. Sin 
embargo, ha 3a entenderse qne loa electrodos no necesitan ser capas 
deportadas, y puedan oanatav da materialee en masa de cualquier sus­
tancia conductiva.

El invento aa comprenderá mejor por la sdaTente descripción 
detallada, ocu referencia al dibujo anexo, en el cual indican *

La figura 1, una planta de un substrato oaa una capa da me­
tal eleotrooceductivo depositada sobre el mismo;

La figura 2, una planta drouarpo dala fl&n?al,despuea 
de depositar sobre él un material dideotrico;

Lafigura3, una planta dT cuerpo da la figura 2, despuma 
de deportar oobre él dióxido do manganeso;

La figura 4? una planta del cuerpo de la figura 3, despuma 
de deportar sobre el un ocntimeleotrodo; y

M  figura 3, una sooT& transversal del cuerpo de la figura 
4*

Bn la figura 1 se representa un substrato -1L-, sobre el cual 
ha de produoirae una estructura de condensador oenforme al invento.
Son materiales predilectos pora el substrato, vidrios, oerámioas, ato.

Es optativa ana limpieza, pero resulta conveniente en este 
caso. Es satisfactoria cualquiera do las téonioaa corrientes que oo- 
nooen bien los espertes en la materia. A continuarán, sobre el 
substrato -11- se deporta una capa -12- de un material elootroocn- 
ductivo, por procedimientos usuales, como sublimaron catódica, eva­
porarán en vacío, etc., según lo describe L. Holland en "Vacuna De- 
porticn of Thln Films", 8. Viley & Sons, 19%. Los metales de inte­
rés para este fin puedan elegirse entre todos los empleados ooetúnmen- 
te como eleotrodoe en disportivos del tipo aquí descrito, en los que 
aa corriente utilizar aluminio y cota*.

B1 espesor da la capa-la* da metal deportado dependa da la



msistividad eléctrica y da la eficacia deseada a alta ¡Rceoaanoia*
Deapues do la deposición, se sobre la capa -12- otro

capa do material diaLéctrioo -13- (fig. 2), por cualquier procedi­
miento conocido que no sea el de aaodisaoión, como pirólisis, evapo- 

5 radon an vacío, suHimación reactiva, etc. Son materiales dielóo- 
triooo adecuados para este objeto óxido de silicio, dióxido da sili­
cio, fluoruro de magnesio, fluoruro de aluminio y sulfuro de ciño.

La etapa siguiente en la fabricación de un condensador de 
conformidad con el invento, es la deposición da una cape de dióxido 

10 de manganeso -14- sobre el dieléctrico -13- (fig. 3). Boto puede 
hacerse insertando el cuerpo que ha de revestirse en un pertasubs- 
tratos, oalentando al cuerpo a una temperatura del orden de 250 *C, 
y rodándolo con una solución acuosa de 1-25 % en peso de nitrato 
aenganose ocn un aerógrafô  el nitrato aangaaosoaedesoospene en 

15 contacto oon el cuerpo caliente, y da dióxido de manganeso (HiOg) 
y BhgÔ , en oantidades no ê eoülcadas. Sirve para el oaso cual­
quier teonioa que oonozoan bien los entendidos en la materia.

Después de obtener un revestimiento de dióxido do asngoneeo 
dél espesor requerido, el ocntraeleotrodo netálioo -15- (fig, 4) se 

20 deposita encima, en contacto intimo ocn la capa samLocnductiva. Qha 
soooión tiansversal del conjunto resultcnte se arpone en la figura 
5* El ocntraeleotrodo empleado en la práctica del invento se puede 
escoger también entre los metales electroocndnotivos y sus alecoio- 
nea; los más corrientes son cobre, aluminio, oro-nioraao, etc# Co- 

25 ao en el caso del electrodo de base (capa -I3-), el ocntroelaotiodo 
se puede depositar por cualquier método corriente, como evaporación 
en vacío, sublimación, etc*

A continuación se describe ocn detalle un ejemplo de reani­
mación del presente invento#
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Se escogió oomo material do substrato un portaobjeto da nd- 
crosoopio de 2,5 x 7,6 om* y se limpió lavándolo repetidamente ocn 
detergente supersónico y peróxido de hidrógeno hirviente, según téo- 
nioaa usuales. Luego, sobro el substrato limpio se depositó por 
evaporadónconvenoianal en vacío uoa capa de aluminio de 3000 i de 
espesor* Seguidamente, sobre la capa de aluminio se depositó por 
evaporación oanvencicnal a 1300 oc una oapa de óxido de ailioio de 
5000 A de espesor, utilizando polvo de nonóxido de silicio del co­
mercio cono material de partida* Luego se aplicó una oapa de dióxi­
do de manganeso, insertando al conjunto en un portasubstratos, ca­
lentando a 280 "O, y rociando encima ana solución acuosa de nitrato 
manganeso a 2.% en peso* Finalmente, sobre la oapa de carbono ae 
aplicó por evaporación en vacio una capa da aluminio de 4000 & de 
espesor* 38. dispositivo resultante mostró una capacidad de 16*970 

mioromicrofaradios, una corriente de fuga de 1,4 x ICT̂  amperios a 
10 voltios, un factor Ae disipación de 0,035, y "aa superficie apro­
ximada de 1,4 om2*

Con fines de ooo¡paración, la técnica descrita se repitió 
varias veocs, con oapa de dióxido de manganeso y sin ella* Los re­
saltados de la comparación se exponen en la siguiente tabla.

T A B L A

Num* ensayados

De tipo antiguo 30Ral invento 2?
BhsajW de durabilidad a 30 7
De tipo antiguo 29
Dd invento 20

Condensadores (%) a 40 V con corriente de fuga inferior a
10*4 ggp. lCf5 asm.

60 30
MO 66

48 28
100 100
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j&scyo de durabilidad a 40 V
Pe tipo antiguo 29
Del invento 20

loa sorprendentes beneficios conseguidos empleando la capa 
de diácido de manganeso aquí desorita se pueden apreciar mejor por 
el examen de la tabla. Se observa que 60 % de los dispositivos fa­
bricados de acuerdo con la técnica anterior, según se indica, pre­
sentaban al principio una oorrieate de fuga, a 40 voltios o.o., me­
nor de ld*̂  amp., y solo en un 30 % era menor de 13*5 anp. Bu no­
table contraste, se observa que 100 % de loa dispositivos fabrica­
dos según la técnica del invmtoten&m al principio una cnrriante 
de fuga, a 40 V c.c., menor de 13*4 amp., y en 60 % ero menor de 
13*5 amperios.

De manera análoga se comprobó que tras un ensoyo de durabili- 
dad de 168 horas a 30 7 o.o., la oorriente de faga en 48 % de los 
dispositivos conocidos era menor de 13*4 amp., y sólo en 23 % no lle­
gaba a 13*5 amp., mientras que 100 % de los dispositivos descritos 
en esta patente tenían una corriente de fuga menor da 13*5 acp. Da­
tos similares oe obtuvieran mediante un ensayo de durabilidad a 40 

voltios o.o.

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente *
1. — Perfeooicnamientcs en la fabricación da condensadores 

del tipo compuesto da un par de superficies eleotrooonductivas con 
una capa interpuesta de un material dieléctrico no anodinado, como 
un óxido, fluoruro ó sulfuro, caracterizados por la aplicación de 
una capa de dióxido de manganeso entre la capa de dieléctrico y uno 
de los electrodos.



2. - Perfeooiaoaedoatos en la fabricación do condensadoreo 
aegun la reivindicación 1, caraoteriisados porque el material dielôo- 
tdocee elige dd grupo oenetituido eaenoialmanto por óxido do ai- 
lioio, dióxido do eilioio, fluoruro do maaposio, fluoruro do cluai-

5 nioyedibrodoeiao*
3. - Perfeodcnaaientoa en la fabricación do ooodensadoreo 

oegSn Ica rdvindioadcnee I ó 2# carnetorizadoa porque ol didéotri- 
oo oa ôaddo do dlioio.

4* - Perfoooicnamientoe en la fabricación do condensadores 
10 oegun lao roivindioaoionoa I, 2 ó 3# caraeterieadoa porque al nom* 

uno do loa paree do superfioieo conductivas ao ooopane do aluminio.
5#-Por¡Ceccianamieatosonlafeb!dcaBi&doenadenaaaores 

según cualquiera do lao reivindiMciones preoedontes, mediante dopo- 
oioión do una capa do un material dieléotrioo, oomo óxido, fluoruro 

15 ó sulfuro, ao^ una primera auporfidadootroooaduotiva, y do una 
segunda otqyorfioie deotrooonductiva aobro la capa, do material dio- 
lóctrioo; oaraotoriaadoa porque la capa do dióxido do manganeso ao 
deposita aobro la capa do material dieléctrico anteo do aplicar la 
segunda suporfioio eledrooonduotiwa, que ae deposita luego aobro 

20 la capa de dióxido da nangeaxeao, en &itimo oontaoto oca día#
6# - Perfeocionadentos en la fabrioadán de condensadores.
Sata meneada aonsta do doto paginas, escritas por una sola

cara.
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